i 



(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum 
Internationales Btiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
10. M&rz 2005 (10.03.2005) 



PCX 



lilllllilliilllllllllllllillllUlllllillllllillii 

(10) Internationale VerofiFentlichungsniunmer 

wo 2005/022646 Al 



(51) Internationale Patentklassifikation'': HOIL 29/786, 

21/336 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004A)01838 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

16. August 2004 (16.08.2004) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) VerofTentlichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

103 39 531.8 21. August 2003 (21.08.2003) DE 



(71) Anmelder (fUr alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von 
US)'. HAHN-MEITNER-INSTITUT BERLIN GMBH 
[DE/DE]; Glienicker Strasse 100, 14109 Berlin (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US)i CHEN, Jie 
[CN/DE]; Wiesbadener Strasse 18, 14197 Berlin (DE). 
LUX-STEINER, Martha, Christina [CH/DE]; Wolzo- 

genstrasse 8c, 14163 Berlin (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fur 
jede verfiigbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, 
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, 
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, R, 
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, XL, IN, IS, JP, KE, 

[Fortsetzjung aufder ndchsten Seite] 



(54) TlUe: VERTICAL NANOTRANSISTGR, METHOD FOR PRODUCING THE SAME AND MEMORY ASSEMBLY 

(54) Bezeichnung: VERTIKALER NANO-TRANSISTOR, VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG UND SPEICHERAN- 
ORDNUNG 



.J 



/ 



/ / / / / zz:! 



/ J ^ ^ J J .rr-T^A \> J ^ / J ^ ^ ^ J 



(57) Abstract: The aim of the invention is to provide 
a vertical nanotransistor which withstands stresses and 
is less complex than prior art nanotransistors. For this 
purpose, the invention provides a vertical nanotransis- 
tor which comprises a source region, a drain region, a 
gate region and a semiconducting channel region be- 
tween the source region and the drain region. The in- 
ventive transistor is characterized in that the gate re- 
gion is constituted by a metal foil into which the tran- 
sistor is embedded in such a manner that the gate re- 
gion and the semiconducting channel region form a 
coaxial structure and the source region, the semicon- 
ducting channel region and the drain region are dis- 
posed vertically and the gate region is electrically in- 
sulated from the source region, the drain region and the 
semiconducting channel region. The invention also re- 
lates to a method for producing the inventive transis- 
tors and to a memory assembly. 
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(57) Zusammenfassung: Es soil ein vertikaler 
Nano-Transistor angegeben werden, der mecha- 
nischen Beanspruchungen gut widersteht und in 
seiner Herstellung weniger aufwandig ist, als bisher 
dem Stand der Technik nach bekannt Die Aufgabe 
wird erfindungsgemMss dadurch gel5st, dass ein 
vertikaler Nano-Transistor angegeben wird mit 
einem Source-Bereich, mit einem Drain-Bereich, 
mit einem Gate-Bereich und mit einem halbleitenden 
Kanalbereich zwischen dem Source-Bereich und dem 
Drain-Bereich, wobei der Gate-Bereich durch eine 
Metallfolie gebildet ist, in die der Transistor derart 
eingebettet ist, 
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dass der Gate-Bereich und der halbleitende Kanalbereich eine koaxiale Struktur bilden und der Source-Bereich, der halbleitende 
Kanalbet^ch und der Drain-Bereich in vertikaler Richtung angeordnet sind und der Gate-Bereich eine elektrische Isolierung zum 
Source-Bereich. zum Drain-Bereich und zum halbleitenden Kanalbereich aufweist Ein Verfahren zur Herstellung derartiger Tran- 
sistoren ist angegeben. sowie eine Speicheranordnung. 



